НАУЧНАЯ СЕССИЯ

Отделения нанотехнологий и информационных технологий
Российской академии наук (ОНИТ РАН) в рамках Международного симпозиума «Элементная база кремниевой микро- и наноэлектроники, твердотельных квантовых компьютеров», посвященного 25-летию Физико-технологического института РАН
Сессия состоится 10 сентября 2013 г. (вторник), с 1000,

г. Москва, Ленинский проспект, 32А,

 корп. Б, 2-й этаж, Президентский зал 

 здания Российской академии наук.
.
ПРОГРАММА СЕССИИ

10:00. Вступительное слово академика-секретаря ОНИТ РАН акад. Е.П. Велихова

Доклады: 

1. Михаил Бакланов. «Выбор материалов для наносоединений», Interuniversitair Microelectronica Centrum (IMEC), Лёвен, Бельгия. 

2. Френсис Балестра. «Проблемы и решения для сверхнизкого энергопотребления», IMEP-LAHC, Minatec, CNRS-Grenoble INP, UJF, US, Гренобль, Франция.
3. Лаурент Монтес. «Сверхтонкие мембраны для MEMS и NEMS технологий», Grenoble, INP/PHELMA/IMEP-LAHC, Minatec, Гренобль, Франция.
4. Алексей Назаров. «Полевые транзисторы на основе кремниевых нанопроволок», Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ,  Киев, Украина.
5. Зигфрид Зельберхерр. «Современные модели транспорта в нанометровых полупроводниковых структурах». Institute for Microelectronics, TU, Вена, Австрия.
Кофе-брейк.
6. Богданов Юрий Иванович, д.ф.-м.н., зав. лаб.  “Адекватность, полнота и точность квантовых измерений”, ФТИАН, Москва.
7. Цуканов Александр Викторович, к.ф.-м.н., зав. лаб. "Квантовые компьютеры на основе полупроводниковых двойных квантовых точек", ФТИАН, Москва.
8. Орликовский Александр Александрович, ак., директор, Вьюрков Владимир Владимирович, вед.н.с. "Новые материалы и структуры для будущих поколений УБИС", ФТИАН, Москва.
9. Махвиладзе Тариель Михайлович, д.ф.-м.н., зав. лаб.,  Сарычев Михаил Евгеньевич, д.ф.-м.н., вед.н.с.  "Теория электромиграции и ее приложения к металлизации ИС", ФТИАН, Москва.
10. Трушин Олег Станиславович, д.ф.-м.н., с.н.с.  "Особенности микромагнитных состояний в многослойных магнитных наноструктурах”, ЯФ ФТИАН, Ярославль, Продолжительность докладов – 20 мин
Symposium Program
10:00. Welcome speech: E. Velikhov (Academic Secretary of the Information and Nanotecnology Dept. of RAS) 
Presentations: 

1. Mikhail Baklanov. «Challenges of materials selection for nanointerconnects»,
Interuniversitair Microelectronica Centrum (IMEC), Leuven, Belgium.
2. Francis Balestra. «Challenges and solutions for very low energy consumption»,
IMEP-LAHC, Minatec, CNRS-Grenoble INP, UJF, US, Grenoble, France.
3. Laurent Montes. «Ultra-thin membrane based  MEMS and NEMS technologies»: actuation, sensing and energy considerations", Grenoble INP/PHELMA/IMEP-LAHC, Minatec, Grenoble, France.
4. Alexey Nazarov. «Nanowire field-effect transistors», Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, Kyiv, Ukraine.
5. Siegfried Selberherr. «Current Transport Models for Nanoscale Semiconductor Devices», Institute for Microelectronics, TU, Vienna, Austria.
Coffee break
6. Yury Bogdanov. “Adequacy, Completeness, and Accuracy of Quantum Measurement”, IPT RAS, Moscow, Russia.
7. Alexander Tsukanov, "Quantum computers on semiconductor double quantum dots", IPT RAS, Moscow, Russia.
8. Alexander Orlikovsky, Vladimir Vyurkov, "New materials and structures in future ULSI generation", IPT RAS, Moscow, Russia.
9. Tariel Makhviladze, Mikhail Sarychev. "Theory of electromigration and its application to ULSI metallization”, IPT RAS, Moscow, Russia.  
10. Оleg Trushin, "Micromagnet states in multilayer magnetic nanostructures”, YB IPT RAS, Yaroslavl, Russia.
All talks last 20 min.
